Schneller
FOTOVERVIELFACHER

fiir groBflachige Anwendungen
in Fest- oder Fliissigszintillations-
zidhlern

60 AVP

Kurzdaten
Fenster: Vervielfachersystem:
Material Hartglas B 40 Dynodenzahl 12
L bha s Material AgMgOCs
i Stromverstirkung
Material ShCs bei Uy = 3000 ¥ 10
Spsktraliyp A-typ (s 11) Anodendunkelstrom
Durchmesser min. 200 mm bei V, = 108 S 20 pa
Empfindlichkeit, Anstiegszeit 2,1 ns
integr. 50 pA/lm Impulsbreite (IA/2) 3,5 ns
monochr. 45 mA/W Laufzeitdifferenz 2 ns
. max. Spitzemstrom  0,5...1 A
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Abmessungen in mm: Innerer Aufbau:
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Zubehor:

Fassung FE 1003
Abschirmung 56 132 )

Einbaulage:  beliebig

1) Zum Schutz gegen magnetische oder elektrostatische Storfelder soll die Réh-
re mit einem Abschirmzylinder (240 + 1 mm Innendurchmesser, 300 * 1 mm Lén-
ge, 1,0 mm Wandstiirke, Typ 56 132) umgeben werden.

3-27? VALVO ROHREN UND HALBLEITERBAUELEMENTE
FUR DIE KERNPHYSIK



60 AVP

Typ 60 AVP
Fenster:
Anordnung frontal
Ausfithrung konvex-konkav
Material Hartglas B 40
Fotokatode:
Anordnung auf Fensterinnenseite
Ausfithrung halbdurchléssig, gewslbt
Durchmesser min. 200 mm
Material SbCs
Verlauf der spektr. Empfindlichkeit A-Typ (S 11)
Maximum der spektr. Empfindlichkeit 420 + 30 om
Empfindlichkeit s, (& = 25 °c)
bei Farbtemperatur 2854 °k 1) 50 (2 35) pA/lm
bei Wellenlénge A = 420 nm 45 mA/W
Vervielfachersystem und Anode:
Anzahl der Dynoden 12
Anordnung linear
Material AgMg0Cs
Gesamtspeisespannung U <
fiir v, = 108 (Spgs.-Vert. 4) 3000 (2 3500) V
Anodendunkelstrom I 2) <
bei Vi = 108 (Spgs.-Vert. A) = 20 pA
Proportionalitit Uy = 3000 V) 3)
bei Spgs.-Vert. A bis I, = 100 mA
bei Spgs.-Vert. B bis I, = 300 mA
Anodenstromimpuls )
(U = 3000 V, Spgs.-Vert. B)
Anstiegszeit 2,1 ns
Impulsbreite (I/2)y 3,5 ns
Laufzeitdifferenz =) 2 ns
Gesamtlaufzeit 48 ns
Laufzeitschwankung 2,2 ns
max. Spitzenstrom I
(Spgs.-Vert. B) A M 0,5...1 A
Kapazitdt Anode/Dynode Py Capi2 7 pF
Kapazitiit Anode gegen alles c, 8 pF
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Grenzdaten: (absolute Werte)

Ug = max. 3500 V 6)
1, = max. 200 pA )
Upyg = min. 350 V; max. 1000 V

Uy ipn = Wine 80 V3 max. 500 V
Uppgp = mime 80 Vj max. 500V 8)9)
8y = max. +65 °C

Oszillogramme eines Anodenstromimpulses

mit und ohne Widerstand zwischen P , und Spannungsquelle

gemessen bei:

Gesamtspeisespannung Up = 3000 V Vertikalablenkung 1 V/em an 50 @
Anstiegszeit 2 ns Zeitablenkung 2 ns/em
Impulsbreite (I,/2) 3,1 ns Spannungsverteilung B

Impulshéhe 124 mA

mit_Widerstand ohne_Widerstand

1) nit Wolframfadenlampe

2) bei oy = 25 °C; fallt beim Einbau der Réhre volles Tageslicht auf die Foto-
katode, so kann der Dunkelstrom stark ansteigen; er kehrt wihrend des Be-
tricbes langsam auf seinen urspriinglichen Wert zuriick.

3) Bis zu den angegebenen Werten herrscht Proportionalitdt zwischen Anoden-
strom und Beleuchtung.

%) bei Beleuchtung der Fotokatode mit sehr kurzen Lichtimpulsen

5) bei punktférmiger Beleuchtung der Katodenmitte und des Katodenrandes

) oder eine niedrigere Spannung, bei der die Réhre mit Spannungsverteilung A
eine Stromverstirkung von 5+10% erreicht

) Mittelvert

e) Der Spanmungsabfall an R, ist zu beriicksichtigen.
9) Un Schwingungen infolge der Zuleitungsinduktivitdten zu vermeiden, wird emp-
fohlen, zwischen Pyo und Spannungsquelle (+Up) einen Dimpfungswiderstand von
50 Q zu schalten. Dieser Widerstand ist bei Rbhren mit Seriennummern ab 144
bereits im Sockel eingebaut. (siehe auch obenstehende 0szillogramme)
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Die Speisespannung fiir die einzelnen Dynoden kann durch ohmsche Spamnungstei-
lung aus der Gesambspeisespannung erzeugt werden; fiir eine Stabilitit von 1 ¢
soll der Querstrom des Spannungsteilers zu etwa 100 + I, gewihlt werden. Bei
Lichtimpulsbetrieb und ausreichender kapazitiver Uberbrickung der letzten
Stufen ist ein geringerer Querstrom ausreichend.

Das Gitter G zwischen den beiden letzten Dynoden liegt mit seinen Dréhten paral-
lel zu denen der Anode (Schattenstellung). Es verhindert, daB Elektronen der vor—
letzten Dynode direkt auf die Anode treffenm, und vermindert gleichzeitig Induk—
tionen und Schwingungen im Anodengitter. Das Potential des Gitters soll miglichst
nahe an dem der letzten Dynode liegen. Dariiberhinaus kann mittels des Gitters die
GriéBe des Anodenstromimpulses gesteuert werden,

Die Spannungsverteilung A ergibt die hichste Stromverstirkung, Spannungsvertei-
lung B ergibt hbhere Spitzenstrome und einen gréBeren Proportionalitétsbereich.

Spannungsverteilung A
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Spannungsverteilung B
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